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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月21日(2013.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気トンネル接合データセルの自己参照読出の方法であって、
　磁気トンネル接合データセルに読出電圧および読出電流のうちの一方を印加して前記読
出電圧および読出電流のうちの他方を形成するステップを備え、前記磁気トンネル接合デ
ータセルは第１の抵抗状態を有し、前記読出電圧および読出電流のうちの前記一方は、前
記磁気トンネル接合データセルの抵抗を切換えるのに十分であり、
　前記前記読出電圧および読出電流のうちの他方を検出するステップと、
　前記印加するステップの間に前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が一定に保
たれているかどうかを判定して、前記印加するステップの間に前記読出電圧および読出電
流のうちの前記他方が一定に保たれているならば、前記磁気トンネル接合データセルの前
記第１の抵抗状態が、前記読出電圧が前記磁気トンネル接合データセルを切換えるのに十
分であった抵抗状態であると判定するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記印加するステップは、０．１から５０ナノ秒までの範囲内の期間を有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記印加するステップは、０．１から２５ナノ秒までの範囲内の期間を有する、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記一方は、前記磁気トンネル接合データセルを
高抵抗状態から低抵抗状態へと切換えるのに十分であり、前記第１の抵抗状態は前記低抵
抗状態である、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記一方は、前記磁気トンネル接合データセルを
低抵抗状態から高抵抗状態へと切換えるのに十分であり、前記第１の抵抗状態は、前記高
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抵抗状態である、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記磁気トンネル接合データセルの前記第１の抵抗状態が高抵抗状態であると判定する
ステップをさらに備え、前記判定するステップは、
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が前記読出電流である場合には、前記印
加するステップの間に前記読出電流が増加するかどうかを判定して、前記印加するステッ
プの間に前記読出電流が増加するならば、前記磁気トンネル接合データセルの前記第１の
抵抗状態が高抵抗状態であると判定し、
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が前記読出電圧である場合には、前記印
加するステップの間に前記読出電圧が減少するかどうかを判定して、前記印加するステッ
プの間に前記読出電圧が減少するならば、前記磁気トンネル接合データセルの前記第１の
抵抗状態が高抵抗状態であると判定する、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記磁気トンネル接合データセルに前記高抵抗状態を書き戻しするステップをさらに備
える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が前記読出電圧である場合には、前記読
出電圧が１００ｍＶよりも多く減少する、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記磁気トンネル接合データセルの前記第１の抵抗状態が低抵抗状態であると判定する
ステップをさらに備え、前記判定するステップは、
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が前記読出電流である場合には、前記印
加するステップの間に前記読出電流が減少するかどうかを判定して、前記印加するステッ
プの間に前記読出電流が減少するならば、前記第１の抵抗状態が低抵抗状態であると判定
し、
　前記読出電圧および読出電流のうちの前記他方が前記読出電圧である場合には、前記印
加するステップの間に前記読出電圧が増加するかどうかを判定して、前記印加するステッ
プの間に前記読出電圧が増加するならば、前記第１の抵抗状態が低抵抗状態であると判定
する、請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記磁気トンネル接合データセルに前記低抵抗状態を書き戻しするステップをさらに備
える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　磁気メモリ装置であって、
　スピン偏極されたスイッチング電流の印加により、高抵抗データ状態と低抵抗データ状
態の間で切換可能な磁気トンネル接合データセルと、
　前記磁気トンネル接合データセルに電気的に接続されたスイッチング電流源またはスイ
ッチング電圧源と、
　前記磁気トンネル接合データセルに電気的に結合されて、スイッチング電流が前記磁気
トンネル接合データセルに印加されたときに５０ナノ秒未満の時間間隔内で読出電圧の変
化を検出する電圧微分器、またはスイッチング電圧が前記磁気トンネル接合データセルに
印加されたときに５０ナノ秒未満の時間間隔内で読出電流の変化を検出する電流微分器と
を備える、磁気メモリ装置。
【請求項１２】
　前記電圧微分器または電流微分器は、前記読出電流または読出電圧の変化を、１０ナノ
秒未満の時間間隔内で検出する、請求項１１に記載の磁気メモリ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
【図１】低抵抗状態における例示的なスピン転移トルクＭＴＪメモリユニットの断面概略
図である。
【図２】高抵抗状態における別のスピン転移トルクＭＴＪメモリユニットの断面概略図で
ある。
【図３】スピン転移トルクＭＴＪメモリユニットの概略的な回路図である。
【図４】例示的なスピン転移トルクＭＴＪメモリ読出検出装置の概略的な回路図である。
【図５】図４に示された読出検出装置の例示的な、詳細な信号タイミンググラフである。
【図６】抵抗状態が高抵抗状態から低抵抗状態へと切り替わる場合のスピン転移トルクＭ
ＴＪメモリユニットの静的Ｒ－Ｖ（抵抗－電圧）曲線のグラフである。
【図７】スピン転移トルクＭＴＪメモリユニットが高抵抗状態にあるときに、高抵抗状態
から低抵抗状態へのスイッチング電圧における読出電流検出のための、例示的な、詳細な
信号タイミンググラフである。
【図８】スピン転移トルクＭＴＪメモリユニットが低抵抗状態にあるときに、高抵抗状態
から低抵抗状態へのスイッチング電圧における読出電流検出のための、例示的な、詳細な
信号タイミンググラフである。
【図９】抵抗状態が高抵抗状態から低抵抗状態へと切り替わる場合のスピン転移トルクＭ
ＴＪメモリユニットの静的Ｒ－Ｉ（抵抗－電流）曲線のグラフである。
【図１０】スピン転移トルクＭＴＪメモリユニットが高抵抗状態にあるときに、高抵抗状
態から低抵抗状態へのスイッチング電圧における読出電流検出のための例示的な、詳細な
信号タイミンググラフである。
【図１１】スピン転移トルクＭＴＪメモリユニットが低抵抗状態にあるときに、高抵抗状
態から低抵抗状態へのスイッチング電圧での読出電流検出のための例示的な、詳細な信号
タイミンググラフである。
【図１２Ａ】ＭＴＪを高抵抗状態から低抵抗状態へと切換えるのに十分な電圧が印加され
たときの読出電流を検知する、例示的な自己参照読出方法のフロー図である。
【図１２Ｂ】ＭＴＪを低抵抗状態から高抵抗状態へと切換えるのに十分な電圧が印加され
たときの読出電流を検知する、例示的な自己参照読出方法のフロー図である。
【図１３】読出電圧を検知する、例示的な自己参照読出方法のフロー図である。
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